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１．概要（Summary） 

ドライエッチングによりレジストパターンから薄膜や基板

へ構造を転写する工程は、リフトオフとともに、エレクトロニ

クスデバイスの多様な構造を実現するために重要な工程

の１つである。ドライエッチングのレート(ER)はプロセスガ

スと加工する基板材料の組み合わせに依存するが、さら

に、同一の組み合わせであっても、エッチング装置のチャ

ンバー内部の状況や基板表面の炭素汚染物質・自然酸

化物等の影響を受けるため、信頼性の高いドライエッチン

グ工程の構築には、ER に影響する要因を抽出しておく

ことが不可欠である。今回、SiO2 を CHF3 ガスでドライ

エッチングする際の ER に与えるフォトレジストの影響に

ついて調べた。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

高速マスクレス露光装置、多目的ドライエッチング装置 

(CCP-RIE)、自動エリプソメータ 

【実験方法】 

膜厚 100 nm の熱酸化膜が堆積されたシリコン基板

（SiO2/Si 基板、10～15 mm 角程度の小片または 3 イ

ンチ）を多目的ドライエッチング装置を用いて CHF3 ガス

でドライエッチングし、自動エリプソメータで SiO2 の残量

を測定して ER を求めた。ドライエッチングの条件は RF 

パワー 100 W、ガス流量 50 SCCM、プロセス圧力 3 

Pa である。小片基板のみの場合(条件 A)、3 インチ基

板のみの場合 (条件  B)、および、フォトレジスト (PR) 

AZ5214E を塗布して高速マスクレス露光装置による露

光と現像を行った 3 インチ基板 2 枚を小片と一緒に処

理した場合(条件 C)について比較した。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

Fig. 1 に条件 A～C のそれぞれの場合における SiO2

の ER を示した。条件 A と B を比較すると、基板サイ

ズの増大に伴って ER が低下している。条件 C で用

いた PR を塗布した 3 インチ基板は、基板上の殆どの

領域が PR で被覆されているが、条件 C でも ER が

低下した。この結果は、SiO2 の面積と同様に、基板上の 

PR で被覆された領域も ER に影響を与える要因とな

ることを示している。ER の低下は最大で 8 % 程度であ

るが、小片で算出した ER をもとにドライエッチングを行

う場合、この特性を考量してエッチング時間を設定する

必要があることが分かった。 

 

Fig. 1 Variation of SiO2 etching rate in the dry-

etching process using CHF3 gas. 

 

４．その他・特記事項（Others） なし。 

 

５．論文・学会発表（Publication/Presentation） なし。 

 

６．関連特許（Patent） なし。 


